





 (a) 𝐩+HPHT結晶②   (b)  𝐩+CVD結晶 
図 2, Bドープ起因ピークより得たB濃度分布図 
図 3, Pドープ結晶のスペクトル 
 (a) 𝐩+HPHT結晶②   (b)  𝐩+CVD結晶 
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【背景】省エネの根幹を左右するパワー半導体デバイスの性能向上は重要な課題である。従来の Si半導体
よりも小型で電力損の少ない半導体素子を実現する SiCについて研究開発が進められ、一部で実用開始さ











【実験】試料：p+HPHT結晶①：B濃度未測定、p+HPHT結晶②：8.7 × 1019cm−3、 
              p+CVD結晶：8.98 × 1019cm−3 、n+CVD結晶：P濃度 3.0 × 1020cm−3 
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